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【57】申請專利範圍
1.　一種光電二極體結構，包括：一晶片；一電極層，設置於該晶片上，該電極層包括一正
極及一負極；一電極保護層，設置於該晶片上且覆蓋該電極層；以及一金屬合金帶通光

學膜，設置於該電極保護層上且包括複數層狀結構，且該複數層狀結構包括至少二金屬

合金材料層。

2.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該電極保護層係由一光學級透明膠或一光學級
透明光阻劑所製成。

3.　如請求項 2所述之光電二極體結構，其中該光學級透明膠包括矽氧烷、聚矽氧烷、丙烯
酸或環氧樹脂。

4.　如請求項 2所述之光電二極體結構，其中該光學級透明光阻劑包括矽氧烷或丙烯酸。
5.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該電極保護層之折射率介於 1.45至 1.6之間。
6.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中以該晶片之一頂面為基準，該電極保護層之厚
度大於該電極層之高度。

7.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中各該金屬合金材料層係以一銀鉑合金材料製
成。

8.　如請求項 7所述之光電二極體結構，其中該銀鉑合金材料中銀與鉑之組成比例為 95：5。
9.　如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該複數層狀結構更包括以下群組中之至少一
者：二氧化矽材料層、二氧化鈦材料層、五氧化二鉭材料層及五氧化二鈮材料層。

10.   如請求項 1所述之光電二極體結構，其中該金屬合金帶通光學膜之波長範圍介於 400nm
至 600nm之間時，該金屬合金帶通光學膜之光穿透率達到 80%以上。

11.   如請求項 10所述之光電二極體結構，其中該金屬合金帶通光學膜之波長範圍介於 300nm
至 399nm之間時，該金屬合金帶通光學膜之光穿透率低於 1%以下。

- 9971 -



12.   如請求項 1所述之光電二極體結構，更包括複數封裝線路，各該封裝線路穿過該金屬合
金帶通光學膜及該電極保護層以連接該電極層。

圖式簡單說明

圖 1為本發明之光電二極體結構之示意圖。
圖 2為本發明之光電二極體結構之實施例之金屬合金帶通光學膜之示意圖。
圖 3為本發明之光電二極體結構之實施例與習知光電二極體結構之測試結果比較圖。
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